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内容概要

《薄膜生长(第2版)》集中介绍了薄膜科学中的关键部分——薄膜生长。
全书由五个方面15章的内容组成：第一至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基
础知识。
第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。
第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。
第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。
第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。
《薄膜生长(第2版)》不仅系统地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识，而且介绍了薄膜生长的前沿
进展和薄膜检测的各种先进方法。

《薄膜生长(第2版)》可作为固体物理、材料科学专业的研究生教学用书，也可供从事薄膜研制和生产
的科技人员参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   根据起始沉积过程区分的三种情况是： （1）起始不易沉积状态，沉积开始后一定
时间内所有原子的俘获面积ma，之和远小于No，此时所有原子的俘获面积只能够覆盖部分衬底，俘
获面积重叠的概率可以忽略，一般在驻留时间内两个原子不能结合成核，当然统计涨落可以使少数原
子相遇成核，随着沉积时间的延续，相遇成核者缓慢增多，衬底上将保持一定密度的单个增原子做扩
散运动并有很大的概率再蒸发，这种情形被称为起始不易沉积状态。
 （2）起始不完全沉积状态，沉积开始后一定时间内所有原子的俘获面积ma之和大于N0、小于2N0，
此时两个原子的俘获面积重叠的部分能够覆盖一部分衬底，覆盖部分愈大，两个原子结合成的晶核的
数目愈多，如果两原子组成的晶核不易分离，到达这些晶核的俘获面积内的沉积原子将和这些晶核结
合，不再形成新晶核，但是俘获面积不重叠的衬底面积上再蒸发概率较大，两个原子结合成的晶核的
数目可以随时间的增加（新的沉积原子的到达）而增大，这种情形被称为起始不完全沉积状态。
 （3）起始完全沉积状态，沉积开始后一定时间内所有原子的俘获面积ma之和远大于2N0，此时衬底
上两个原子俘获面积重叠的部分覆盖全部衬底，两个原子处处能够结合成核，这些晶核的俘获面积也
覆盖全部衬底，使新到达的沉积原子都被这些晶核俘获，不再形成新晶核，单原子在驻留时间内都可
以和晶核结合，再蒸发的概率可以忽略，这种情形被称为起始完全沉积状态。
 图9.2（a）和（b）是起始不易沉积状态和起始完全沉积状态两种极端情形中晶核数随时间的变化曲线
，在高温下的起始不易沉积状态中，单原子晶核的数目n1在驻留时间Ta之前在对数—对数图上直线上
升并达到饱和，再经过一定时间，稳定晶核的数目nx开始出现并迅速上升，只有在稳定晶核数目迅速
上升之后，沉积率β才较快地上升，图中的Rt是t时刻的沉积总量，Rtβ是经过再蒸发后t时刻留下来的
沉积量，在低温下的起始完全沉积状态中，单原子晶核的数目n1在俘获时间Tc（俘获时间表示此时刻
单原子晶核的数目已经够多，此后的沉积原子都将被已有的单原子晶核俘获）之前在对数—对数图上
直线上升并达到饱和，俘获时间远小于低温下已经变得很长的驻留时间Ta，由于低温下再蒸发率很小
，沉积量Rtβ不断地直线上升并且在时间上延伸到远大于俘获时间（图中的虚线）。
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编辑推荐

《薄膜生长(第2版)》集中介绍了薄膜科学中的关键部分——薄膜生长。
《薄膜生长(第2版)》不仅系统地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识，而且介绍了薄膜生长的前沿
进展和薄膜检测的各种先进方法。
《薄膜生长(第2版)》可作为固体物理、材料科学专业的研究生教学用书，也可供从事薄膜研制和生产
的科技人员参考。
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